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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 
® Oberflachenmontierbares strahlungsmhtierendes 
Halbleiterbauelement mit einer aus einem strahlungs- 
durchlassigen Material bestehenden einstuckig ausgebil- 
deten Umhullung (1). Die Umhullung (1) weist auf einao 
der gegenuberliegenden Seiten eine Grundflache (13) 
und eine Strahlungsaustrittsfleche (12) auf. Weiterhin be- 
sitzt die Umhullung (1) eine im wesentlichen senkrecht 
zur Grundflache (13) stehende Leiterplattenauflageflache 
(14, 26), die in ein und derselben Ebene (17) liegen wie die 
Lotflachen (15, 16) der durch die Grundflache (13) aus 
Umhullung (1) herausragenden Anschlu&beinchen (7, 8). 
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Beschreibung 



Die Erfindung bezieht sich auf ein strahlungsemittieren- 
des Halbleiterbauelement gemaB dem Oberbegriff des Pa- 
tentanspruches 1. Sie bezieht sich insbesondere auf ein 
strahlungsemittieiendes Halbleiterbauelement mit minde- 
stens einem eine Strahlung aussendenden Halbleiterk6rper, 
einem einen ersten Kopfteil und ein erstes AnschluBbein- 
chen aufweisenden ersten elektrischen AnschluBteil, einem 
einen zweiten Kopfteil und ein zweites AnschluBbeinchen 
aufweisenden zweiten elektrischen AnschluBteil und mit ei- 
ner UmhUUung, die, insbesondere miuels einer VerguBiech- 
nik, einstiickig aus einem fur die Strahlung zumindest teil- 
weise durchlassigen Material, insbesondere aus Kunststoff, 
heigestellt ist, 

bei dem ein erster eleklrischer Kontakt des Halbleiterkar- 
pers mit dem ersten Kopfteil und ein z we iter elektrischer 
Kontakt des Halbleiterkdrpers mit dem zweiten Kopfteil 
elektrisch leitend verbunden ist, 

bei dem der Halbleiterkorper und das erste und das zweite 
Kopfteil von der Umhtillung umschlossen sind, 
bei dem die Umhullung cine Strahlungsaustritisflachc und 
eine Grundflache aufweist, die auf gegenaberliegenden Sei- 
ten der Umhtillung angeordnet sind, und 
bei dem das erste und das zweite AnschluBbeinchen durch 
die Grundflache hindurch aus der Umhullung herausragen. 
Die Erfindung bezieht sich insbesondere auf Infrarot- Strah- 
lung aussendende Halbleiterbauelemente (z.B. IR-Lumi- 
neszenzdioden) bei spiels weise zur Verwendung in Infrarot- 
Fernsteuerungen von Fernseh- und Rundfunkgeraten, Vi- 
deorecordem, Lichtdimmern usw., fur Geratefernsteuerun- 
gen und fur Lichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbe- 
tieb und auf sichtbares Licht cmiuierende Leuchtdioden. 

Derartige Halbleiterbauelemente sind auf dem Markt ver- 
fiigbar und beispielsweise in der Siemens-Broschiire "Lumi- 
neszenzdioden", Qualitat und Zuverlassigkeit, Themen- 
schrift 09.90, Herausgeber Siemens AG, Bereich Halbleiter, 
Markeling-Kommunikation, Mtinchen, Januar 1991, und im 
Siernens-Lieferprogramm 07.94 "Optohalbleiter und Senso- 
ren*\ Herausgeber Siemens AG, Bereich Halbleiter, Marke- 
ting- Kommunikation, MUnchen, Seiten 18-33 beschrieben. 
Die Montage derartiger Halbleiterbauelemente auf einer 
Leiterplatte einer Schaltungsanocdnung erfolgt mittels 
Durchstecken der als Lotspiefie ausgebildeten AnschluBteile 
durch Bohrungen in der Leiterplatte und anschlieBendem 
Loten. Aufgrund der Tatsache, daB heutzutage nahezu alie 
anderen elektronischen Bauteile oberflachenmontierbar aus- 
gebildet sind, erfordert dies jedoch einen besonders hohen 
zusalzlichen Montageaufwand. 

Die OberflachenmonUge, die auch unter der Bezeichnung 
SMT(Surface Mounted Technology)-Montage bekannt ist, 
ist eine in der Halbleitertechnik gelaufige Befestigungsme- 
thode fur Halbleiterbauelemente und wird von daher an dic- 
ser Stelle nicht raehr naher eriautert 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
ein strahlungemiuierendes Halbleiterbauelement der ein- 
gangs gen an n ten Art zu entwickeln, das oberflachenmon- 
tierbar ausgebildet isL Ziel ist insbesondere, ein kostengtin- 
stiges oberflachenmonuerbares Halbleiterbauelement der 
eingangs genannten Art zur Verfugung zu stellen, das mit ei- 
ner zusalzlichen Optik fur die ausgesandte Strahlung ausge- 
stattet ist und eine hohe Strahlstarke bei minirnalem akzep- 
tablen Halbwinkel von 15 bis 20° aufweist. 

Diese Aufgabe wird durch ein Halbleiterbauelement mit 
den Merkmalen des Patentanspruches 1 oder des Patentan- 
spruches 8 gelosL Vorteilhafte Ausfuhrungsformen und 
Weiterbildungen der erfindungsgemaBen Halbleiterbauele- 
mente sind Gegenstand der Unteranspriiche 2 bis 7 bzw. 9 



bis 11. 

ErfindungsgemaB ist bei dem Halbleiterbauelement der 
eingangs genannten Art insbesondere vorgesehen, daB an 
der Umhullung eine zur Grundflache geneigte, insbesondere 

5 senkrecht stehende, im Wesentlichen ebene Leiterplatten- 
auflageflache ausgebildet ist, daB das erste AnschluBbein- 
chen eine erste Ldtflache und das zweite AnschluBbeinchen 
eine zweite Ldtflache aufweist, die im Wesentlichen mit der 
Leiterplattenauflageflache in einer gemeinsamen Ebene lie- 

lo gen, und daB die gemeinsame Ebene und eine opusche 
Achse des Halbleiterkdrpers einen spitzen Winkel einschlie- 
fien oder parallel verlaufen. Das von der Umhtillung und den 
elektrischen AnschluBteilen ausgebildete Gehause ist somit 
auf einer Leiterplatte auf einfache Weise oberfl achenmon- 

ts tierbar. Die Latflachen und die Leiterplattenauflageflache 
gewahrleisten eine stabile Auflage des Bauelements auf der 
Leiterplatte. 

Mit "im Wesentuchen mit der Leiterplattenauflageflache 
in einer gemeinsamen Ebene liegen" ist zum Ausdruck ge- 

20 bracht, daB die Lotflachen auch geringfugig versetzt zur Lei- 
terplattenauflageflache angeordnet sein kdnnen. Es muB 
trotz Versatz eine sichcre Kontaktierung der AnschluBbein- 
chen auf zugehorigen Leiterbahnen der Leiterplatte gewahr- 
leistet sein. Zur Montage des Halbleiterbauelements auf 

25 eine Leiterplatte werden an sich bekannte SMT- Verfahren 
eingesetzL Beispielsweise werden zunachst die Umhullung 
mit der Leiterplattenauflageflache auf die Leiterplatte ge- 
klebt und anschlieBend die AnschluBbeinchen auf die zuge- 
horigen Leiterbahnen geldleL 

30 Bei einer besonders bevorzugten Ausftihrungsform des 
erfindungsgemaBen Halbleiterbauelements liegen vorteil- 
hafterweise das erste und das zweite Kopfteil auf einer 
Ebene, die versetzt, insbesondere parallel verschoben zur 
Leiterplattenauflageflache angeordnet ist und weist das erste 

35 und das zweite AnschluBbeinchen je eine S-formige Bie- 
gung auf. Diese Biegung ist derart ausgebildet, daB die erste 
und die zweite Ldtflache und die Leiterplattenauflageflache 
im Wesentlichen in der gemeinsamen Ebene liegen. Die Lei- 
terplattenauflageflache ist hierbei insbesondere durch eine 

40 seitliche Abflachung der Umhullung hergestel It Ein derarti- 
ges erfindungsgemaBes Halbleiterbauelement laBt sich auf 
einfache Weise auf der Oberseite einer Leiterplatte stabil 
aufsetzen und befestigen. 

Bei einer anderen besonders bevorzugten Ausfuhrungs- 

45 form des erfindungsgemaBen Halbleiterbauelements ist vor- 
gesehen, daB die Leiterplattenauflageflache durch eine oder 
zwei seitliche Einbuchtung/en in der Umhullung ausgebildet 
ist, daB die AnschluBbeinchen gerade ausgebildet sind und 
daB je eine die jeweilige L5tflache aufweisende Seiten flache 

so des ersten und des zweiten AnschluBbeinchens und die Lei- 
terplattenauflageflache im Wesentlichen in der gemeinsa- 
men Ebene liegen. Bei zwei seitlichen Einbuchtungen sind 
diese insbesondere auf einandcr gegenuberlicgenden Seiten 
der Umhullung angeordnet 

55 Eine entsprechende Leiterplatte, auf die ein derartiges er- 
findungsgemaBes Halbleiterbauelement montiert werden 
kann, weist eine Ausnehmung auf, in der die Umhullung 
teilweise versenkt wird. Diese Bauweise erlaubt vorteilhaf- 
terweise den Aufbau einer Leiterplatte mil besonders gerin- 

60 gerBauhdhe. 

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsge- 
maBen Halbleiterbauelements sowie der bevorzugten Aus- 
fuhrungsformen weist die UmhOllung zusatzlich eine der 
Leiterplattenauflageflache gegenUberliegende ebene An- 

65 saugflache auf. Dies hat insbesondere den Vorteil, daB das 
erfindungsgemaBe Halbleiterbauelement mittels herkdmm- 
licher Bestuckautomaten mit Saug-Pipette auf die Leiter- 
platte aufgesetzt werden kann. 
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• Eine weitere vorteiihafte Weiterbildung des erfindungsge- 
mafien Halbleiterbauelementes und der bevorzugten Aus- 
fuhrungsformen weist vorteilhafterweise eine Umhullung 
auf, bei der die Sirahlungsaustriusflache derart gekriimmt 
ist, daB sie fur die vom Halbleiterkorper ausgesa nrite Strah- 5 
lung als Linse wirkt Insbesondere ist vorgesehen, daB die 
UmhUUung auf der der Grundflache gegenuberliegenden 
Seite mit einer Linsenkappe versehen ist, die eine ge- 
krummte Strahlungsaustriltsflache aufweist und deren opti- 
sche Achse mit der optischen Achse des strahlungsemiltie- 10 
renden Halbleiterkdrpers zusammenfallt Durch eine derar- 
tige Ausgestaltung kann vorteilhafterweise eine sehr hohe 
Strahlstarke des Halbleiterbauelements erreicht werden. 

Die Umhullung einer weiterhin bevorzugten Ausfiih- 
rungsform des erfindungsgemafien Halbleiterbauelements 15 
weist vorteilhafterweise gleichzeitig zwei eine erste Leiter- 
plattenauflageflache ausbildende seiUiche Einbuchtungen 
und eine eine zweite Leiterplattenauflageflache ausbildende 
seidiche Abflachung auf, wobei die erste oder die zweite 
Leiterplattenauflageflache und die erste und die zweite Lot- 20 
flache des ersten bzw. des zweiten Anschiufibeinchens im 
Wcsentlichcn in einer gcmeinsamen Ebenc liegen. Dies hat 
den Vorteii, daB Halbleiterbauelemente mit ein und dersel- 
ben UmhUUung optional auf eine Leiterplatte mit Ausneh- 
mung flu- die UmhUUung oder auf eine ebene Leiterplatte 25 
monuert werden konnen. 

Eine weitere Losung der Aufgabe besteht darin, daB das 
erste und das zweite Anschlufibeinchen auBerhalb der Um- 
hullung eine U-fbrmige Biegung aufweisen, derart, daB 
Teillangen der AnschluBbeinchen entlang der Umhullung in 30 
Richtung Strahlungsaustrittsflache verlaufen und daB im Be- 
reich der Teillangen jeweils eine Seitenflache des ersten An- 
schiufibeinchens und dcs zweiten Anschiufibeinchens in ei- 
ner gemeinsamen Ebene liegen. 

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung dieses erfindungs- 35 
gemSBen Halbleiterbauelements weist die Umhullung vor- 
teilhafterweise auf ihrer der gemeinsamen Ebene gegen- 
uberliegenden Seite eine Ansaugflache auf. 

Des weiteren kann die Umhullung auch auf der Seite, auf 
der die AnschluBbeinchen verlaufen, eine Abflachung auf- 40 
weisen, um vorteilhafterweise die Bauhohe des Halbleiter- 
bauelements zu verringem. 

Die erfindungsgemaBen Halbleiterbauelemente werden 
im folgenden anhand von vier Ausfuhrungsbeispielen in 
Verbindung mit den Fig* 1 bis 11 naher erlautert. Es zeigen: 45 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Seitenansicht 
eines ersten Ausfiihrungsbeispieles eines erfindungsgema- 
Ben Halbleiterbauelements, 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer weiteren Sei- 
tenansicht des ersten Ausfiihrungsbeispieles von der in Fig. 50 
1 durch den Pfeil A angegebenen Seite, 

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Draufsicht auf 
die Grundflache dcs ersten Ausfiihrungsbeispieles, 

Fig. 4 eine schematische Schnittdarstellung des ersten 
Ausfiihrungsbeispieles entlang der in Fig. 1 eingezeichneten 55 
Linie B-B, 

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Seitenansicht 
eines zweiten Ausfiihrungsbeispieles eines erfindungsgema- 
Ben Halbleiterbauelements, 

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer weiteren Sei- 60 
tenansicht des zweiten Ausfiihrungsbeispieles von der in 
Fig. 5 durch den Pfeil C angegebenen Seite, 

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer Draufsicht auf 
die Grundflache des zweiten Ausfiihrungsbeispieles, 

Fig. 8 eine schematische Darstellung einer Draufsicht auf 65 
die Grundflache eines driuen Ausfiihrungsbeispieles, 

Fig. 9 eine schematische Seitenansicht eines auf eine Lei- 
terplaue monuerten erfindungsgemaBen Halbleiterbauele- 
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ments gemaB dem ersten AusfUhrungsbeispiel und 

Fig. 10 eine schematische Ansicht eines auf eine Leiter- 
platte monuerten erfindungsgemafien Halbleiterbauelernent 
gemaB dem zweiten AusfUhrungsbeispiel, 

Fig. 1 1 eine schematische Darstellung einer Seitenansicht 
eines vierten Ausfiihrungsbeispieles. 

Bei dem Halbleiterbauelernent der Fig. 1 bis 4 sind ein er- 
stes Kopfteil 5 eines ersten Anschiufiteiles 3 und ein zweites 
Kopfteil 6 eines zweiten Anschiufiteiles 4 von einer einstUk- 
kig ausgebildeten, einen Grundkorper 9 und eine Linsen- 
kappe 23 aufweisenden Kunststoffumhiillung 1 umschlos- 
sen. Die AnschluBteile 3, 4 bestehen aus einern elektrisch 
leitenden Material, zum Beispiel aus einem herkommlich 
fur Leadframes verwendeten Metall. Ein erstes AnschluB- 
beinchen 7 des ersten Anschiufiteiles 3 und ein zweites An- 
schluBbeinchen 8 des zweiten Anschiufiteiles 4 ragen ausge- 
hend von dem jeweils zugehSrigen Kopfteil 5, 6 durch eine 
ebene Grundflache 13 des Gnindkdrpers 9 hindurcb aus der 
Kunststoffumhiillung 1 heraus. Am ersten Kopfteil 5 ist eine 
Reflektorwanne 22 mit einer Chiptragerflache 19 ausgebil- 
det, auf der ein eine Strahlung aussendender Halbleiterkor- 
per 2, z. B. ein ER-Lu mines zenzdiodenchip oder ein sichtba- 
res Licht abstrahlender Leuchtdiodenchip, angeordnet ist 
Die Kunststoffumhullung 1 ist aus einem fur die Strahlung 
zumindest teilweise durchlassigen Kunststoff, z. B. Epoxid- 
barz, beispielsweise mittels einer VerguBtechnik gefertigL 
Dem Kunststoff konnen Diffusorteilchen oder Lumines- 
zenzkonversionsstoffe zugesetzt sein, die die Abstrahlcha- 
rakterisdk des Halbleiterbauelements bzw. die Farbe des ab- 
gestrahlten Lichtes beeinflussen. 

Der Halbleiterkorper 2 weist an seiner Chiprucksei te eine 
Ruckseitenkontaktmetallisierung 10 und an seiner Chipvor- 
derseite eine VbrderseitenkontakUnctallisicrung U auf, die 
in ublicher Weise mittels eines metallischen Lotes bzw. mit- 
tels eines Bonddrahtes 20 mit der Chipmontageflache 19 
bzw. mit dem zweiten Kopfteil 6 elektrisch lei tend verbun- 
den sind. 

Die Linsenkappe 23 ist auf einer der Grundflache 13 ge- 
genuberliegenden Seite des Gnindkdrpers 9 angeordnet und 
liegt in der Strahlungsrichtung des strahlungsemittierenden 
Halbleiterkdrpers 2. Die Linsenkappe 23 kann eine sphari- 
sche oder aspharische oder auch eine mit verschiedenartig 
gekrummten Bereichen versehene Strahlungsaustrittsflache 
12 auf weisen. Der parallel zur Grundflache 13 liegende 
Querschnitt des Grundkorpers 9 ist im Wesentlichen kreis- 
formig ausgebildet, kann aber prinzipiell auch jede belie- 
bige andere Form aufwetsen. Die optischen Achsen des 
strahlungsemittierenen Halbleiterkdrpers 2 und der Linsen- 
kappe 23 liegen aufeinander. Die Position des strahlungs- 
emittierenden Halbleiterkdrpers 2 in der Kunststoffumhul- 
lung 1 ist derart gewahlt, daB im Wesentlichen die gesamte 
vom Halbleiterk6rper 2 ausgesandte Strahlung durch die 
Strahlungsaustrittsflache 12 der Linsenkappe 23 hindurch 
aus der Kunststoffumhiillung 1 ausgekoppelt wird. 

Des weiteren besitzt die KunststofFumhullung 1 zwei ein- 
ander gegenttberliegende, parallel zur optischen Achse des 
Halbleiterkdrpers 2 liegende Gehauseabfl achungen, von de- 
nen die eine eine A nsaug flache 18 und die andere eine Lei* 
terplattenauflageflache 14 darstelll. Etwa in der Nfitte zwi- 
schen diesen beiden Gehauseabfl achungen ragen die An- 
schluBbeinchen 7, 8 durch die Grundflache 13 hindurch aus 
der Kunststoffumhiillung 1 heraus. AuBerhalb der Kunst- 
stoffumhullung 1 sind die AnschluBbeinchen 7, 8 zunachst 
um 90° in Richtung leiterplattenauflageflache 14 und im 
weiteren Verlauf um 90° in ihre ursprungliche Erstreckungs- 
richtung zuruckgebogen, weisen also eine S-formige Bie- 
gung 28 auf, so daB von jedem AnschluBbeinchen 7, 8 ein 
leilbereich einer Seitenflache, die im weiteren mit erster 
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und zweiter Lotflache 15, 16 be2eichnet sind, annahernd in 
derselben Ebene 17 liegen, wie die LeiteiplattenauflageflS- 
che 14 der KunststofrumhUUung 1. Die optische Achse 24 
des Haibleiterbauelements verlauft derazufolge im Wesent- 
lichen parallel zu dessen dutch die Leiterplattenauflagefla- 5 
che 14 und die Lotflachen 15, 16 definierten Montageebene. 

Das in den Fig. 5 bis 7 schematise*! dargestellte AusfUh- 
rungsbeispiel des erfindungsgemaBen strablungsemittieren- 
den Haibleiterbauelements unterscheidet sich von dero oben 
beschriebenen insbesondere dadurch, daB die AnschluB- io 
beinchen 7, 8 auBerhalb der Kunststoffuinnullung 9 geradli- 
nig verlaufen, also keine Btegung aufweisen und im We- 
sentlichen auf ein und derselben Ebene liegen und daB am 
Grundkorper 9 der KunststoffumhUllung 9 als Leiterplatten- 
auflageflache, anstellc einer Abflachung, auf einander ge- 15 
genUberliegenden Seiten zwei senkrecht zur Grundflache 13 
stehende Einbuchtungen 25 vorgesehen sind. Durch diese 
Einbuchtungen 25 sind senkrecht zur Grundflache 13 ste- 
hende und im Wesentlichen mit den AnschluBbeinchen 7, 8 
in einer gemeinsamen Ebene 17 liegende, sich Uber die ge- 20 
samte Lange des Gmndkorpers 9 erstreckende, ebene Fla- 
chen 26 ausgcbildet sind. 

Ein derart ausgestaltetes Halbleiterbauelement ist, wie in 
Fig- 10 gezeigt, fur die Montage auf eine Leiterplatte 21 mit 
einer Ausnehmung 27 zur Versenkung der Kunststoffumhul- 25 
lung 1 vorgesehen. Die ebenen Flachen 26 bilden die Leiter- 
plattenauflageflache und liegen am Rand der Ausnehmung 
27 auf der Leiterplatte 21 auf. Die AnschluBbeinchen 7, 8 
liegen ebenfalls auf der Leiterplatte 21 auf und sind z. B. 
mittels eines metailischen Lotes mit Leiterbahnen 29 ver- 30 
bunden. Diese Montageart gewahrieistet vorteilhafterweise 
eine sehr geringe Aufbauhdhe der entspiechenden Schal- 
tungsanoidnung bei gleichzcitig einfacher Geometrie der 
Leiterplatte 21. 

Das in Verbindung mit den Fig, 1 bis 4 beschriebene Aus- 35 
ftihrungsbeispiel eignet sich demgegenttber, wie in Fig. 9 
gezeigt, ftir die Montage auf einer ebenen Leiterplatte 21, 
wobei die Slrahlrichtung SR des Halbleiterbauelemen tes 
parallel zur Leiterplattenoberseite 30 verlauft 

Der Grundkorper 9 der KunststoffumhUllung 1 kann, wie 40 
in Fig. 8 gezeigt, gleichzeitig sowohl eine Leiterplattenauf- 
lageflache 14 gemaB dem zuerst in Verbindung mit den Fig. 
1 bis 4 beschriebenen AusfUhrungsbeispiel als auch zwei 
mittels seitlichen Einbuchtungen 25 ausgebildete ebene FLa- 
chen 26 gemaB dem anschlieBend in Verbindung mit den 45 
Fig. 5 bis 7 beschriebenen AusfUhrungsbeispiel aufweisen. 
Dies bringt den Vbrteil mit sich, daB das entsprechende er- 
findungsgemaBe Halbleiterbauelement, ohne die Kunststof- 
fumhUllung 1 verandern zu inussen, wahlweise auf die in 
Fig. 9 gezeigte oder auf die in Fig. 10 gezeigte Art und 50 
Weise auf einer entsprechenden Leiterplatte 21 mondert 
werden kann. Je nach vorgesehener Montageart sind die An- 
schluBbeinchen 7, 8 entweder gerade zu bclassen oder mit 
entsprechenden Biegungen 28 gemaB dem zuerst beschrie- 
benen AusfUhrungsbeispiel zu versehen. 55 

Bei dem erfindungsgemaBen Halbleiterbauelement nach 
Fig. 11 sind die AnschluBbeinchen 7, 8 auBerhalb der 
KunststoffumhUllung 1 zweimal urn 90° in dieselbe Rich- 
tung gebogen, so daB jeweils ein Teilstuck beider AnschluB- 
beinchen 7, 8 entlang des Grundkorpers 9 in Richtung Lin- 60 
senkappe 23 verlauft und die von der KunststoffumhUllung 
1 abgewandten Seitenflachen dieser Teilstucke im Wesentli- 
chen in cincr gemeinsamen Ebcnc liegen. Zur Montage die- 
ses Haibleiterbauelements auf eine Leiterplatte 21 wird es 
mit diesen Seitenflachen auf die Leiterplatte 21 gestellt und 65 
nachfolgend mittels eines elektrisch leitenden Verbindungs- 
mittels 31, beispielsweise ein metallisches Lot, auf dieser 
befestigL 
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Auch bei diesem erfindungsgemaBen Halbleiterbauele- 
ment weist die KunststoffumhUllung 1 auf ihrer der Leiter- 
platte 21 abgewandten Seite eine Ansaugflache 18 auf. Des 
weiteren kann die KunststoffumhUllung 1 auch auf der der 
Leiterplatte 21 zugeordneten Seite eine Abflachung aufwei- 
sen, urn die Bauhdhe des Haibleiterbauelements zu verrin- 
gem. 

Die oben beschriebenen erfindungsgemaBen Gehauseb- 
auformen Lassen sich, versehen mit einem geeigneten ER-lu- 
mineszierenden Halbleiterkorper in besonders vorteilhafter 
Weise in IR-Fernsteuerungen und in lichtschranken einset- 
zen. Ebenso ist sie vorteilhafterweise fur sichtbares Licht 
abstrahlende oder UV-Strahlung aussendende Halbleiter- 
bauelemente geeignet. Der Montageaufwand fUr die erfin- 
dungsgemaBen Halbleiterbauelemente ist gegenUber her- 
kommhehen strahlungsemittierenden Halbleiterbauelemen- 
ten mit sogenannter Radialbauform deutlich reduziert. 

Selbstverstandlich ist die Erfindung nicht auf die oben be- 
schriebenen Ausfuhrungsbeispiele eingeschrankt, sondern 
umfaBt alle moglichen sich fur den Fachmann aus obiger 
Beschreibung ergebenden Gehausebauformen mit den in 
den AnsprUchen angegebenen oder hierzu gleichwirkenden 
Merkmalen, Beispielsweise konnen die AnschluBbeinchen 
7, 8 auch derart ausgebildet sein, daB sie nicht parallel son- 
dern senkrecht zur optischen Achse 24 des Haibleiterbauele- 
ments verlaufend aus der UmhUUung 9 herausragen. Die 
AnschluBbeinchen 7, 8 ragen dann seitlich aus dem Grund- 
korper 9 heraus. 

Bezugszeichenliste 

1 UmhUUung 

2 Strahlung aussendender Halblcitcrchip 

3 erstes elektrisches AnschluBteil 

4 zweites elektrisches AnschluBteil 

5 erstes Kopfteil 

6 zweites Kopfteil 

7 erstes AnschluBbeinchen 

8 zweites AnschluBbeinchen 

9 Grundkorper 

10 erster elektrischer Kontakt 

11 zweiter elektrischer Kontakt 

12 Strahlungsaustrittsflache 

13 Grundflache 

14 Leiterplattenauflageflache 

15 erste Lotflache 

16 zweite Lotflache 

17 gemeinsame Ebene 

18 Ansaugflache 

19 Chipmontagefl ache 
20Bonddraht 

21 Leiterplatte 

22 Rcfiektorwanne 

23 Linsenkappe 

24 Optische Achse 

25 Einbuchtung /' 

26 ebene Flache 

27 Ausnehmung 

28 S-f&rmige Biegung 

29 Leiterbahn 

30 Leiterplattenoberseite 

31 Verbindungsmittel 

PatentansprUche 

1. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit 
mindestens einem eine Strahlung aussendenden Halb- 
leiterkdrper (2), einem ein erstes Kopfteil (5) und ein 
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eistes AnschluBbcinchen (7) aufweisenden ersten elek- 
trischen Anschlufiteil (3), einem ein zweites Kopfteil 
(6) und ein zweites Anschiufibeinchen (8) aufweisen- 
den zweiten elektrischen Anschlufiteil (4) und mit einer 
UmhUUung (1), die aus einem fiir die Strahlung zumin- 5 
dest teil weise durchlassigen Material heigestellt ist, bei 
dem elektrische Kontakte (10, U) des Halbieiterkor- 
pers (2) mit dem ersten Kopfteil (5) bzw. mit dem zwei- 
ten Kopfteil (6) elektrisch leitend verbunden sind, 
bei dem der Halbleiterkorper (2) und das erste (5) und to 
das zweite Kopfteil (6) von der Umhullung (1) urn- 
schlossen sind, bei dem die Umhullung (1) eine Strah- 
lungsaustrittsfiache (12) und eine Grundflache (13) 
aufweist, und 

bei dem das erste und das zweite Anschiufibeinchen (7, IS 
8) durch die Grundflache (13) hindurch aus der Kunst- 
stoffumhullung (1) herausragen, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

dafi an der Umhullung (1) mindestens eine zur Grund- 
flache (13) geneigte, im Wesendichen ebene Leiterplat- 20 
tenaufiageflache (14, 26) vorgesehen ist, 
dafi das erste Anschiufibeinchen (7) eine erste L6tfla- 
che (15) und das zweite Anschiufibeinchen (8) eine 
zweite Lotflache (16) aufweist, die im Wesendichen 
mit der Lei terplattenauflagefl ache (14, 26) in einer ge- 25 
meinsamen Ebene (17) lie gen, und 
dafi die gemeinsame Ebene (17) und eine optische 
Achse (24) des Halbleiterbauelements einen spitzen 
Winkel einschliefien oder parallel verlaufen. 

2. Strahlungsemiuierendes Halbleiterbauelement nach 30 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi das erste und 
das zweite Kopfteil (5, 6) auf einer Ebene liegen, die 
versetzt, insbesondcrc parallelverschoben zur Leiter- 
plattenauflageflache (14) angeordnet ist und dafi das er- 
ste und das zweite Anschiufibeinchen (7, 8) je eine S- 35 
fbrmige Biegung (28) aufweisen. 

3. Strahlungsemiuierendes Halbleiterbauelement nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi die Leiter- 
plattenauflageflache (26) durch eine Oder zwei seittiche 
Einbuchtung/en (25) in der UmhttUung ausgebildet ist, 40 
dafi die Anschiufibeinchen (7, 8) gerade ausgebildet 
sind und dafi je eine die jeweilige Lotflache (15, 16) 
aufweisende Seitenflache des ersten und des zweiten 
Anschlufibeinchens (7, 8) und die Lei terplattenauflage- 
fl ache (26) im Wesendichen in der gemeinsamen 45 
Ebene (17) liegen. 

4. Strahlungsemiuierendes Halbleiterbauelement nach 
einem der AnsprUche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Umhullung (1) zusatzlich eine der Leiterplat- 
tenauflageflache (14, 26) gegenuberliegende ebene An- 50 
saugflache (18) aufweisL 

5. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach 
einem der AnsprUche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Umhullung (1) auf der der Grundflache (13) ge- 
genUbertiegenden Seite mit einer Linsenkappe (23) 55 
versehen ist, die eine gekrUmmte S trahlungsaustritis- 
flache (12) aufweist und deren optische Achse mit der 
optischen Achse (24) des sUrahlungsemittierenden 
Halbleiterkdrpers (2) zusammenfalll. 

6. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit 60 
mindestens einem eine Strahlung aussendenden Halb- 
leiterkorper (2), einem einen ersten Kopfteil (5) und ein 
erstes Anschiufibeinchen (7) aufweisenden ersten elek- 
trischen Anschlufiteil (3), einem einen zweiten Kopf- 
teil (6) und ein zweites Anschiufibeinchen (8) aufwei- 65 
sen den zweiten elektrischen Anschlufiteil (4) und mit 
einer UmhUUung (1), die einstUckig aus einem fur die 
Strahlung zumindest teilweise durchlassigen Material 
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hergestellt ist, 

bei dem ein erster elektrischer Kontakt (10) des Halb- 
leiterkdrpers (2) mit dem ersten Kopfteil (5) und ein 
zweiter elektrischer Kontakt (11) des Halbleiterkdrpers 
(2) mit dem zweiten Kopfteil (6) elektrisch leitend ver- 
bunden ist, 

bei dem der Halbleiterkorper (2) und das erste (5) und 
das zweite Kopfteil (6) von der Umhullung (1) um- 
schlossen sind, 

bei dem die UmhUUung (1) eine S trah lungs aus trittsfla- 
che (12) und eine Grundflache (13) aufweist, die auf 
gegenUberliegenden Seiten der UmhUllung (1) ange- 
ordnet sind, und 

bei dem das erste und das zweite Anschiufibeinchen (7, 
8) durch die Grundflache (13) hindurch aus der Kunst- 
stoftumhUUung (1) herausragen, dadurch gekennzeich- 
net, 

dafi die KunststofrurnhUliung (1) gleichzeitig mit zwei 
eine erste leiterplattenauflageflache (26) ausbildenden 
seitlichen Einbuchtungen (25) und einer eine zweite 
Leiterplattenauflageflache (14) ausbildenden seitlichen 
Abflachung versehen ist und dafi das erste Anschiufi- 
beinchen (7) eine erste Lotflache (15) und das zweite 
Anschiufibeinchen (8) eine zweite Lotflache (16) auf- 
weist, die im Wesendichen mit der ersten (26) oder mit 
der zweiten Leiterplattenauflageflache (14) in einer ge- 
meinsamen Ebene (17) Uegen, so dafi das von der Um- 
hUllung (1) und den elektrischen Anschlufiteilen (3, 4) 
ausgebildete Gehause auf einer Leiterplalte (21) ober- 
flachenmontierbar ist. 

7. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach 
einem der AnsprUche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Grundflache (13) und die und die Strahlungs- 
austrittsflache (12) auf gegenUberliegenden Seiten der 
UmhUllung (1) angeordnet sind. 

8. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit 
mindestens einem eine Strahlung aussendenden Halb- 
leiterkorper (2), einem einen ersten Kopfteil (5) und ein 
erstes Anschiufibeinchen (7) aufweisenden ersten elek- 
trischen Anschlufiteil (3), einem einen zweiten Kopf- 
teil (6) und ein zweites Anschiufibeinchen (8) aufwei- 
senden zweiten elektrischen Anschlufiteil (4) und mit 
einer UmhUllung (1), die einstUckig aus einem fur die 
Strahlung zumindest teilweise durchlassigen Material 
nergestellt ist, 

bei dem ein erster elektrischer Kontakt (10) des Halb- 
leiterkdrpers (2) mit dem ersten Kopfteil (5) und ein 
zweiter elektrischer Kontakt (11) des Halbleiterkdrpers 
(2) mit dem zweiten Kopfteil (6) elektrisch leitend ver- 
bunden ist, 

bei dem der Halbleiterkorper (2) und das erste (5) und 
das zweite Kopfteil (6) von der UmhUUung (1) um- 
schlossen sind, 

bei dem die UmhUllung (1) eine Strahlungsaustrittsfla- 
che (12) und eine Grundflache (13) aufweist, die auf 
einander gegenUberliegenden Seiten der UmhUUung 
(1) angeordnet sind, und bei dem das erste und das 
zweite Anschiufibeinchen (7, 8) durch die Grundflache 
(13) hindurch aus der KunsUtofrumhUUung (1) heraus- 
ragen, dadurch gekennzeichnet, dafi das erste und das 
zweite Anschiufibeinchen (7, 8) aufierhalb der UmhUl- 
lung (1) eine U-fbrrnige Biegung aufweisen, derail, 
dafi Tcillangen der Anschiufibeinchen (7, 8) en dang der 
UmhUUung (1) in Richtung Strahlungsaustrittsflache 
(12) verlaufen und dafi im Bereicb der Teiilangen je- 
weUs eine Seitenflache des ersten Anschlufibeinchens 
(7) und des zweiten Anschlufibeinchens (8) in einer ge- 
meinsamen Ebene (17) liegen. 
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9. Strahlungsemittierendes Halbleitcrbauelemcnt nach 
Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dafi die Umhiil- 
lung (1) auf ihrer der gemeinsamen Ebene (17) gegen- 
iiberliegenden Seite eine Ansaugflache (18) aufweisL 

10. Strahlungsemittierendes Halbleilerbauelement 5 
nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Umhullung (1) auf ihrer der gemeinsamen Ebene 
(17) zugewandten Seite eine Abflachung aufweisL 

11. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 
nach einem der Anspruche 8 bis 10, dadurch gekenn- to 
zeichnet, dafi die Umhullung (1) auf der der Grundfla- 
che (13) gegenUberliegenden Seite mil einer Linsen- 
kappe (23) versehen ist, die eine gekrummte Strah- 
lungsaustrittsflache (12) aufweist und deren optische 
Achse mit der optischen Achse (24) des strahlungs- is 
emittierenden Halbleiterkorpers (2) zusammenfallL 
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